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LSIやFPDの製造工程において基板上に存在するパーティクルは歩留まりの悪化の直接の原因となるため，製造

デバイスの信頼性を確保し，歩留まり悪化を防ぐためには，微小なパーティクルを高感度に検出する技術が求め

られている．従来，基板上のパーティクルの検出には，レーザ光をパーティクルに照射し，パーティクルからの

散乱光を検出する光散乱法が用いられている．光散乱は，入射した光が微小物によって散乱される現象であり，

光散乱の散乱光強度はパーティクルの粒子径の6乗に比例するため，微細化の進む半導体プロセスにおいて，より  

微小なパーティクルを短時間で検出可能な手法が求め

られている．本稿では非共振型超音波モータ(NRUSM)

を用いた精密ステージ技術により，CCDイメージセン

サで捉えた光散乱の強度分布をnmオーダで空間的に

差分計測することで，微小パーティクルを高速かつ高

感度に検出する手法を提案し，Siウェーハ上に散布し

た標準粒子からの散乱光を実際に差分計測した結果に

ついて報告する． 

実際の差分計測は以下のように行う．まず，NRUSM

によって駆動するXYステージ上に測定試料を乗せ，試

料にレーザ光を照射し，パーティクルからの散乱光強

度分布をCCDによって計測する．次に，XYステージを

10nmずつ移動させ，再びレーザ光を照射し散乱光を計

測する．得られた2枚の画像から各画素の信号強度の変

化を求めることができる． 

図1にSiウェーハ上に散布された200nmのPSL標準粒

子からの散乱光画像を示す．点線部の各画素の輝度値

を図2に，さらにステージを30nm移動させて点線部に

対し差分処理を行ったものを図3に示す．差分計測を行

うことで微小な信号変化が鋭意に表れており，重ね合

わされていた信号の重なりが詳細に捉えられていると

いえる．このことから差分計測によって分解能の向上

が期待できると考えている． 

 

 

 

 

 

図1 粒径200nmのPSL粒子の散乱光 

 

図2 散乱光強度の分布 

 

図3 30nm差分処理された散乱光強度の分布 
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